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П
ри одинаковых условиях экс-
плуатации и габаритах моду-
ли SKiiP4 обеспечивают на 
33% большую мощность, чем 

компоненты предыдущего поколения 
SKiiP3. Это позволяет создавать более 
мощные и в то же время более компакт-
ные преобразователи при меньших фи-
нансовых затратах. Повышение мощно-
сти силового ключа прижимного типа 
достигнуто за счет модернизации кон-
струкции радиатора и применения чи-
пов IGBT и диодов нового поколения 
IGBT4 и CAL4. Дальнейший скачок в 
расширении диапазона мощности до-
стигнут за счет применения шести па-
раллельных полумостовых элементов 
вместо четырех, как было до настояще-
го времени.

Применение технологии низкотем-
пературного спекания вместо традици-
онной пайки для установки чипов на 
DBC-плату позволяет повысить надеж-
ность и срок службы силового ключа 
даже при работе на повышенной ра-
бочей температуре. Слой спеченного 
серебряного порошка имеет меньшее 
тепловое сопротивление и лучшую эла-
стичность, чем паяное соединение. Бла-
годаря более высокой температуре плав-

ления серебра полностью исключаются 
усталостные эффекты в соединительном 
слое чипов. 

Как и у модулей предшествующих 
поколений, в конструкции SKiiP 4 ис-
пользованы все элементы, необходимые 
для реализации законченного IPM: ра-
диатор, силовой каскад, схема управле-
ния и защиты, а также датчики. В моду-
лях прижимного типа SKiiP технология 
монтажа и обеспечения электрическо-
го и теплового контакта играет решаю-
щую роль. Для подтверждения уникаль-
ных свойств силовых модулей компания 
SEMIKRON проводит уникальные ис-
пытания на отказ SKiiP в реальных 
условиях эксплуатации. Эти тесты про-
водятся при максимально возможной 
температуре кристаллов, они позволяют 
выявить на ранней стадии основные ме-

ханизмы отказов и принять соответству-
ющие меры. 

В прижимных модулях SKiiP 4 ис-
пользована усовершенствованная ла-
минированная копланарная DC-шина, 
обеспечивающая равномерное распреде-
ление токов. Каждый чип IGBT и диода 
имеет индивидуальное подключение к 
DC-шине, что позволяет свести к мини-
муму значение распределенного сопро-
тивления и паразитной индуктивности 
соединений. Благодаря отсутствию базо-
вой платы и использованию технологии 
низкотемпературного спекания чипов 
модули SKiiP обладают очень высокой 
стойкостью к термоциклированию. 

Полумостовые модули SKiiP 4 с рабо-
чим напряжением 1200 В и 1700 В могут 
включать три, четыре и шесть параллель-
ных полумостовых элементов (рис.  1). 
В драйвере SKiiP 4 использован цифро-
вой способ трансляции данных по диф-
ференциальному каналу, что позволяет 

Новые 
интеллектуальные 
силовые модули

Андрей Колпаков (ООО Семикрон)

Компания SEMIKRON представила новое поколение интеллектуаль-
ных силовых модулей (IPM) SKiiP4 с повышенным ресурсом. Силовые 
ключи SKiiP4 на сегодняшний день являются самыми мощными интеллек-
туальными модулями в мире. Новые компоненты предназначены для приме-
нения в энергетике, транспорте и промышленных приводах мощностью от 
400 кВт до 1,8 МВт.

Рис. 1. Принципиальные схемы и внешний вид линейки модулей SKiiP4
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обеспечить отличное качество передачи 
сигнала управления, высокую помехоза-
щищенность и хороший иммунитет к dv/
dt. При этом динамические характеристи-
ки канала трансляции обладают высокой 
временной стабильностью и не зависят от 
изменения параметров элементов схемы 
в процессе их старения. Гальваническая 
изоляция импульсов управления затвора-
ми и сигналов датчиков обеспечивается с 
помощью импульсных трансформаторов. 
Цифровой интерфейс драйвера позволяет 
пользователю настраивать ряд функций 
схемы защиты и проводить диагностику 
режимов работы силовых каскадов. 

План выпуска.
•	 Инженерные образцы и предвари-

тельные технические характеристики:
–	�3GB, 1200V/1700V – август 2009
–	�4GB, 1200V/1700V – август 2009
–	�6GB, 1200V/1700V – август 2009
•	 Техническая документация в ин-

тернете:
–	4 квартал 2009.

AUIRS2003S – новый высокоско-
ростной драйвер MOSFET от IR

AUIRS 2003S, соответствующий 
стандарту AEC-Q100, представляет 
собой надежный, высокоскорост-
ной драйвер MOSFET верхнего и 

нижнего плеча выходных каналов. 
ИС специально предназначена для 
применения в жестких условиях 
эксплуатации под капотом автомо-
биля. Особенностью выхода драй-
вера AUIRS 2003S являются вы-
сокие токи пульсации буферного 
каскада, который сконструирован 
таким образом, чтобы миними-
зировать перекрестную проводи-
мость драйвера при плавающем 
канале верхнего плеча, что позво-
ляет использовать n-канальный 
полевой транзистор с напряже-
нием до 200  В. Новое устройство 
также имеет низкий ток покоя, 
выходы верхнего и нижнего пле-
ча находятся в фазе со входными 
сигналами. Драйвер AUIRS 2003S 
совместим с CMOS- и LSTTL-
логикой 3,3 В, 5 В и 15 В, имеет 
полный набор функций защиты, в 
том числе блокировку питания при 
пониженном напряжении (UVLO), 
время задержки срабатывания, за-
щиту от отрицательного пикового 
напряжения (Vs) и короткого за-
мыкания.


